umne Samsung: Begins Mass Producing World’s Fastest DRAM

https://www.mikrozone.sk/news.php?item.1106

Samsung spustil vyrobu momentalne najrychlejSej 4 GB DRAM pamate, vyuzivajucej druhd generaciu vysoko priepustného
rozhrania HBM2 (az 256GBps ). Vyrobené budd 20-nm technoldégiou.

HBMZ2 rozhranie je ur¢ené na 3D montdz - t.j. jednotlivé Cipy sU na sebe (vertikdlne) a su priamo prepojené pomocou vodivych
otvorov v nosnom kremiku.
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Cela sprava.
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http://news.samsung.com/global/samsung-begins-mass-producing-worlds-fastest-dram-based-on-newest-high-bandwidth-memory-hbm-interface

